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IX конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по физике 

полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалов 

состоится в г. Владивостоке с 18 по 21 мая 2005 года 

 
- представление трудов до 30 марта 2005 года 

- второе извещение и программа - до 1 мая 2005 года 

 
 

 

1. Поверхность, низкоразмерные системы и наноструктуры 

2. Полупроводниковые пленки и приборные структуры  

3. Диэлектрические материалы: структура и свойства 

4. Структура и морфология покрытий и сред 

5. Процессы в магнитных средах 

6. Экспериментальные установки и методики исследований 

 
Труды конференции (электронная копия) должны быть представлены 

по электронному адресу: galkin@iacp.dvo.ru 

Объем трудов должен составлять 4 - 5 страниц, включая рисунки. Текст 

трудов должен быть представлен готовым к публикации (шрифт Times 

New Roman, в редакторе Word любых ранних версий включая Word 

2000) и прислан в электронном виде для печати. Формат страницы: 

А4; поля: левое, правое – 25 мм, верхнее, нижнее – 15 мм. Интервал 

полуторный. Название доклада – 14 жирным, ЗАГЛАВНЫМИ 

БУКВАМИ (центрирован), ФИО – 12 жирный, ФИО докладчика -  

подчеркнуто, указание организаций, которые авторы представляют, 

включая электронный адрес того, с кем будет вестись переписка. 

Далее через 2 интервала резюме, текст с разбиением на разделы). 

Рисунки должны быть выполнены на компьютере и встроены в текст. 

Ссылки на литературу в тексте обозначаются в прямых скобках [1], [2] 

и т.д. Список литературы отделяется от текста пустой строкой.  
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Необходимо вместе с трудами высылать сведения об авторах. 

 

 

 

 

 

 


